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(54) Title: METHOD FOR MAKING A SUBSTRATE IN PARTICULAR FOR OPTICS, ELECTRONICS OR OPTOELECTRON-

=== ]CS AND RESULTING SUBSTRATE
== (54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D’UN SUBSTRAT NOTAMMENT POUR L’OPTIQUE, L’ELECTRONIQUE OU
=== [’OPTOELECTRONIQUE ET SUBSTRAT OBTENU PAR CE PROCEDE
— (57) Abstract: The invention concerns a method for making a sub-
— 10 " strate comprising a thin layer borne by a layer forming a mechanical
= [EEEFFssgsaieed] 8 XXX KX T L support, in particular for optics, electronics or optoelectronics. The
= invention is characterised in that the method comprises the follow-
— ~.6 / ing steps: removing from a source substrate (6) a layer of a material
— | l§ to form the thin layer (2); then producing on the thin layer (2) a de-
— 100 ¢ 12 position of material in a thick layer (4) to form the layer forming the
— mechanical support.
— ,E 6
— 8
— 10 (57) Abrégé : L’invention concerne un procédé de fabrication d’un
—— iissiirasea i e M substrat comprenant une couche mince portée par une couche consti-
— 12 tuant un support mécanique, notamment pour 1’optique, 1’électro-
— nique ou I’optoélectronique. Selon I’invention, le procédé compre-
— 200 nant les étapes suivantes: - détacher d’un substrat source (6) une
— ) iﬂ couche d’un matériau pour former la couche mince (2), puis - réa-
 ERAxxaasxaxzzzs N liser sur la couche mince (2) un dépdt de matériau en une couche
7 % 0 épaisse (4) pour former la couche constituant le support mécanique.
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I nvention is characterised in that the nmethod conprises the follow ing
steps: renoving froma source substrate (6) a layer of a material to form
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